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que se acompaña a una solicitad de patente de invención. ■

f
por veinte anos, para dispara y sus Posesiones, por PdititeCf- 
G lC IñrlI  172C3 'te L r  tetediOrCIOii do odrlGOdjJÜ Gr Ordo d ld C d d l -  

00S, a favor de I). Bobert Ií. ííaring y B. Janes d. Ilsnney J 
ríteos ciudad.amos es tadoonidanaes , resilientes respectlvamen- 
te en 157 Old.Post Boad, íairfie Id, Gonneticut, y 3000 Blao 
lampino, Pairfield, Coniioticnt (dorados Unidos).

La presente invención se refiere a perfeccionamien­
tos en la f a fricación de semiconüu ct ores eléctricos y espe­
cialmente a un nuevo e improvisado semiconductor. Para los 
propósitos de esta solicitud, un semiconductor es definido
cono un material que tiene una. resistencia que oscila sites--

o i otencialmente entre 10  ̂y 10” ohn, centímetros, a tempera­
tura normal.

la invección concierne también al método de fabri­
cación de este semiconductor, que viene una resistividad 
estable y uniforme a través de su volumen, y capan de ser

i



reproducida con una reinal ivanante  pequeños t o l e r a n c i a  de r e ­

s i s t i v i d a d  v o lu m é t r i c a .

Lluy e s p e c í f i c a m e n t e ,  l a  in v e n c ió n  t r a t a  de hacer  

con t a l  semiconductor l a  p o s ib i l id a d  de 3 u uso en un apa­

r a t o  e l e c t r o s t á t i c o  para producir  f u e r z a s  os c a n i c a s  cunstun­

c i a l e s  e n tre  e l  mismo y o t r o s  o b la t o s  conductores o sc n ic o i i -  

d u c t o r e a .

le., piedra c a l i z a  cu un se ni conductor pos i c i o  de 

usarse  en un aparato  e l e c t r o s t á t i c o  par;.: l a  producción de 

fu erzas  ele a t ra c c ió n ,  e n t r e  d i  y un o b je t o  conductor .  Con 

semejante  s cn ico n d a ct  or en c o n t a c to  o en un 00 i ovo conducto:'.* 

y un i n t e r r u p t o r  construid o ad.eenudamente, que sea capaz 

de s e p arar  l a s  carpas e l é c t r i c a s , l a  a p l i c a c i ó n  de una d i ­

f e r e n c i a  de p o t e n c i a l  a l  semiconductor y s c n i c  onduct o r , pr o - 

d u c i rá  un c a n o  e l é c t r i c o  unir orne cen e l  i n r o r r u p to r  • fluí 

canse su e le  s e r ,  s i n  subarpo, de carácter-  i n e s t a b l e .

Uno uc l o s  p r i n c i p a l e s  o b je t o s  de l a  inven c l o n , e s  

producir  un semiconductor que desenvuelva un cuspo o l ó c é r i ­

co uniforme y un i n t e r r u p t o r  apropiadamente co nstru id o  en 

c o n t a c to  con o b je t o s  semiconductores o conduct o r e s , en te n ­

dido a periodos de tiempo.

Otro o b je t o  de e s t a  in v e n c ió n  es su m in is t r a r  un 

semiconductor lie olio de un cuerpo poroso de m a re r ia l  a i s l a n ­

te  a trav o s  del cual se ha d ispersado un rauta r  i  a i  e n e e s r i -

co conaucsor .

También es o b je t o  re l a  in v e n c ió n  producir  un s e ­

miconductor que pueda s e r  f a b r i c a d o  rápidamente en tamaños 

adecuados y de vacias formas do r e a l i z a c i ó n .

ce que so

n  un 

a l a

a sp e cto  do l a  inv enc ió n ,  un m a t e r i a l  

dureza deseada, forma y e s t r u c t u r a ,

c eráis i'

pus se

ser  isisrornado con un m a t e r i a l  descomponible carbonoso .
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.61 Lia a e r i a l  puede sor  se re t id o  entonces a. una e l e -  

vacia temporal una. para producir e l  vuluen le  r e s i s t i v i d a d  

deseado.

11 producto r e s u l t a n t e  es un semiconductor .  f i n a l ­

mente,  e l  semiconductor  puede s e r  impreynado para r e l l e n a r  

c u a lq u ie r  porosidad r e s i d u a l ,  con un m a t e r i a l  capas de ser 

po l im e r irad o  dentro cío un.... s u b s ta n c ia  do mayor pese molecu­

l a r .

A modo de ñero e jemplo,  un a r t í c u l o  somieonauctor 

pueue s e r  hecíic ac c i e r r o s  prados :,e aluminio n a t u r a l  ( s i l i ­

c a t o )  que puede ser t r a t a d o  con rapidez  pare la. o b te nc ió n  

de formas determinadas.  Con e s t e  m a t e r i a l  ha sido e n co n tra ­

do que l a s  propiedades f í s i c a s  n:. tur  ai 

por t r a s  amiento c a l o r í f i c o  cuando ardo

s pueden s e r  obtenipas  

en una atm ósfera  o x i ­

dante , t a l  cono e l  a i r e .  J

d i  producto r e s a l t a n t e  es un cuerpo e erúnico  que 

t i e n e  r e la t iv a m e n t e  una porosidad uniforme y uní f i n a  en­

t r u c  zura a re n u lo sa .

fambieu posee una. fu e rz a  y dar esa a p r o p ía la s  reara 

a p l i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  bs un e x c e l e n t e  a i s l a d o r ,  t i e n e  

un volumen ¿o r e s i s t i v i d a d  e l e c t r i c e  s u p e r i o r  a 1 0 “° ohm. 

por ce n t ím e tro .

d i  cuerpo cerámico poroso puede ser  snmerpido en 

una s o l u c i ó n  carbonosa,  m a t e r i a l  ¿e sce m p o ñ ib le , y un disol-r  

v e n t e ,  d i  punte do e b u l l i c i ó n  d e l  d i s o lv e n t e  puede e s t a r  

por encima de l a  temperatura do: descompasic ión d e l  u a . t e r ia l  

carbonoso.  I L e n t r r s  que es evid ente  que v a r i o s  m a t e r i a l e s  

carbonosos dos componibles pueden s e r  empleados con v a r io s  

d i s o l v e n t e s ,  teniendo l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  arribóos e s p e c i f i ­

cadas para producir  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e c i f i c a d o s  deseados,  

se ha h a l la d o  que v a r i a s  combinaciones de g l i c e r o l  azucara-
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Ido s a t i s f a c e n  l o s  re q u er im ie n to s  del semiconductor ,  forman-
i

ido e l  a r t í c u l o  de l a  p resen te  in v e n c ió n .  A v í a  de ejemplo 

solamente,  una s o l u c i ó n  verdadera, entre 5 a 25 p a r t e s  por

peso,  de a s a c a r ,  por 100  p a r te s  de g l i c e r o l ,  puede se r  ob-
j

t e n i d a  por a g i t a c i ó n  d e l  azúcar en e l  g l i c e r o l ,  desde 702 (jj
i í
■ h a s t a  802C. i
: , i
| Mientras l a  impregnación d e l  cuerpo de cerámica j

co ro sa  con l a  s o lu c ió n ,  ruede s e r  acabada en una p r e s ió n  ¡
■ i

a t m o s fé r i c a  a temperatura am biente ,  es mejor e f e c t u a r  s i e n -
¡

¡ pre e l  t r a b a j o  a temperaturas  y p re s io n e s  e le v a d a s .  i
‘ i

E l  tiempo d e l  proceso  debe ser  l o  su f ic ientem ente  ¡
: i

l a r g o  para asegurar  una impregnación completa d e l  producto*.

Con e l  f i n  de p e r m i t i r  e l  escape de a i r e  r e s id u a l ;

o de g a s ,  cus pueda haber  s id o  in trod u c id o  en e l  cuerpo po 

r o s o ,  l a  'ores!  ón ruede s e r  disminuida y l a  s o l u c i ó n  que
: ~ . .... i
; cons icne  e l  cuerpo,  mantona.:.! a a temperasura.  e l e v a r a .  mor 

i c o n s ig u ie n te  e n f r i a m i e n t o , a temporal i r a  ambiente ,  o i  c u e r -  

! po iian-agnado puede permanecer sumergido por un periodo adi
i

; v i o n a l  pura compensar l a  o e n t r a  co lón  i  á r n i c a  de l a  s o lu c ió n
i

dentro -...el cuerpo. ¡

MI cuerpo impregnado puede ser  entonce-3 ca lentado  

* dentro  de un horno a una. a m ó s l s r a  no c n ía  airee , t a l  como
i-

e l  n i t r ó g e n o ,  h e l i o  o s i m i l a r ,  a temperatura y por un s i e r ­

ro en q.ue e l  m a t e r i a l  can’ bonos o sea largamente de s complica t o 

; La tempera' jura puedo s e r  entóneos inóreme litada

; r a r a  cambiar e l m a t e r i a l  carbonoso h a c i a  una osar ucr una gr^-  

| f ó t i c a  i a c re i f iu ta d i . ,  per donde se prcauce l a  deseada bou-

i ¿ u c i i v i d a d .  Matonees e lcuerpo se i n n o n i e a  m a l  norno y
i
I después se e n f r í a  a temperatura ambiente.

: po p re s ió n  de imprcgna.ción d e l  cuerpo con o l  na-
i
: i e r i a l  carbonoso y subsiga: .  eme cara ni nr; i  orno y n i i e i s i i i  i á -

100
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to ¿¡cutos c í t a l e s ,  produce una. r e l a t i v a  d i s p e r s i ó n  uniforme 

del carbón conductor a t rav o s  do l a  na t r i a .  Idn e l  caso  en 

que se l e s e e  r e d u c i r  la. ros act ividad, mas que lo. cant idad i  

c id ente  coi l a s  f a s e s  e n te s  i n d ic a d a s ,  lo s  c i c l o s  de inprep­

ilac ión p ca lentam iento  pueden r e p e t i r s e  h a s t a  a lca n z a r  e l  

v a lo r  ¿.aseado»

1 1  cuerpo r e s á l t a n o s  poseerá  una r iq u e z a  c l a f ó n i ­

ca  s u f i c i e n t e ,  s u p e r f i c i e  de a l h  conduct iv idad,  quo puede 

ser  removida: p r e íe r i b l o n e i i t e  por medios mecsnieOE, por e jem­

plo pa.r m o lturac ión  do unas pocen n i lá s ia ia s  de pulgada di 

cada s u p e r f i c i e  de l  cuerpo.

De he, e l  volumen ele r e s i s t i v i d a d ,  c r e c e r  de pieza 

a p ie za  debido r l i g e r a s  d i f e r e n c i a s  b á s i c a s  o ao p ro ce so ;  

entonces  e l  volumen de r e s i s t i v i d a d  puede seo disminuido 

por rocaloiite.Liio uto d e l  cuerpo a temperad unas en exceso de 

l a  o r i g i n a l ,  par a producir  una e s t r u c t u r a  g r a f i t i c a  in cre -  

mentad amen te , dependiendo sobre l a  cant idad de re su e c id i i  en 

e l  volumen de r e s i s t i v i d a d  a p e te c id o .

DI semiconductor r e s u l t a n t e  puede aún im p l i c a r  un 

grado do porosidad que puede r e s u l t a r  en un c o n t a c to  o con­

tam inación  i n t e r n a .  Doto puede e v i t a r s e  mediante una pos­

t e r i o r  impregnación d e l  cuerpo con una r e s i n a  p l á s t i c a  po­

l ím e r a .

De acuerdo con este ' ,  e l  cuerpo puede sor colccadó 

dentro ao un re c ib ie n d o  a p r e s ió n ,  que puedo, e n r o n c e s , s e r  

sometido a l  v a c í o ,  siendo lleve.do sobre un somiconauc mor. 

puniendo ser in tro d u c id a  de n tro  d e l  r e c i p i e n z e  uno r e s m a j  

áubsiguie nteneii te  , e l  v a c ío  es a l i v i a d o ,  y una p r e s ió n  e l e ­

vada es a p l i c a d a  a l  i n f e r i o r  d e l  r e c i p i e n t e  que c a r m e n e  

la  r e s i n a  sometida a una i  emper ¿mura amecuaaa para impedí 

su f i j a c i ó n  indebida durante e l  riemoo de ismregnacidn.
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f in a lm e n t e ,  a l  cuerpo puede s e r  cocido a una tem­

peratura  convenientemente e lev ad a  peora polillo r i z a r  la. r o s i ­

lla !lin  s i t a " . i
11 pro cueto r e s u l t a n t e  puede ser u t i l i z a d o  ¡sólo 

o en c o a b i n c c i ó e ,  uniendo dos o más per comentación con unt 

re sin-.. lie c na e s p e c i a l  Lienta para e l  o b j e t i v o  propuesto,  por 

e jem plo ,  epeine 3 , c in c lu so  por l a  r a l n a  usado pura l l e n a r  

l o s  v a c í o s  re manenios.

M n a in e n ie  se l a c e  c o n s t a r  que en l e g r e s  ente  i n ­

ven c ión  cabe c u a lq u ie r  v a r ia n t e  de r e a l i z a c i ó n  que no a l t e ­

re  e l  o s a i r i t u  de cuanto na o nodal o d e s c r i t o .

15 o

15 5

ISo
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1 0 1 A. -  d e s c r i t o  s u i i c i e n t e n e n t e  cuanto antecede 

só lo  roste,  consignar  que lo  q no se de c lara  propio y nuevo
!

as l o s  s o l í c i t a n t e s , ss l o  contenido en la s  s i sáro nno s

lía  IV TIdD I  Oa 0 1017 J  3

1 - Perfe c c io n a r á e n to s  en l a  f a b r i c a c i ó n  de semi­

conductores eléctricos, c a r a c le n iz a d o s  por e l  n e c io  de ha­

berse  p r e v i s t o  un elemento de n u t r i r  porosa y un m a t e r i a l  

e l e c t r ó n i c o  suba i  anci  a l  siente dispersado unifo rnemente a

su t r a v é s .

2 -  i e r f e e c i o n a n i e n t o s , según r e i v i n d i c a c i ó n  13 

c a r a c t e r i z a d o s  e o c n c ia l i ie n te  por e l  le ch o  de comprender 

un m  s e r i a l  de os Anací i r  a uniforme, r e la t iv a m e n t e  f i n a  en 

g r a n u la c ió n ,  que p r o p e r c i in a  una insir ió  porosa, y un mate­

r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  substancial . - lente  dispersado a 

su t r a v é s ,  de manera uniforme.

5 - lo re 3én:tün ro ivinel i  caed una i an-

o e r i o r e s ,  c - i rac te r izad o  porque l a  m atar la  per osa t i e n e  una 

r e s i s t i v i d a d  osen oiu.l de l  orden ,te 10 ohm-centímetro ,  y

posee un m a t e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  suhstaii ci  almonte
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a io p o rsaac  a su t r a v é s ,d e  menor o uní:,Torne.

4 -  P a r í  eco ionumiontos, so p ó n  r  e i v i n d i c a c i o n e s  p r e c e ­

d a m o s ,  cu raoser lo ado s  porque e l  m a t e r i a l  t i e n e  ana e s t r u c ­

tura  esen c ia lm e n te  uniformemente .granulosa,  p l e  p ra n u la c io

r e í  ai; i  vane n ie  l i n a ,  que proporciona ana matriz  porosa., con
1 '~'1un volumen de r e s i s t i v i d a d  e;:i enceso de c e r c a  de 10“ '"' ohn. 

c e n t ím e tr o ,  p un n o . i e r i a l  l e  conducción e l e c t r ó n i c o  substan  

c i a l n e n t e  dispersado a su ■cromos de manera unir o r n e .

5 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  sepan r e i v i n d i c a c i o n e s  a n t e r i o  

r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  semiconductor coarrendó una

i lina c r i s  poroso: p un a r t e r i a l  carbonoso descompuesto, d i s p e r ­

sado a su t r a v é s  de manera, uniforme.

6 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  sopón r e i v i n d i c a e i o n e s  que an-  

! t e  ceden, c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  s e ¡ai cond a c t o r  comprende 

un m a t e r i a l  de cuerpo u ni f  orne nenie g r a n u lo s o , de g ra n u la ­

c ió n  f i n a ,  que proporciona una mo.tri r  porosa;  p ■ un m a t e r i a l  

I carbonoso descompuesto,  d ispersado a, su t r a v é s  de manera 

|uniforme.

7 -  P e r f e c c io n a m ie n t o s , sopón r e i v i n d i c a c i o n e s  a n t e r i o  

r e s ,  carao i e r i s a d o e  porque e l  ce mi con ductor comprende una 

na t r i s  po rosa ,  teniendo un volumen re  r e s i s t i v i d a d  en e r c o -  

su,  subssancialmenuo sobro 1 0 ^  olía-centíme t r o ; p pin mate­

r i a l  carbonoso descompuesto,  c u b s t a n c ia ln a n t e  dispersado  a 

su t r a v é s ,  de manera uniforme.

O -  P e r f e c c io n n m ie n tc e , sopón r e i v i n d i c a c i o n e s  que 

preceden,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  semiconducsor t i e n e  un 

m a t e r i a l  de e s t r u c t u r a  finam ente g ra n u lo sa ,  que p r o p o r c io -

| na una m atr iz  porosa ,  p que t i e n e  un volumen de r e s  do t iv idac.
10en e x c e s o ,  de c e r c a  de 10 o l i s - c e n t í g i e t r o ; p un m a r e r i a l

!
! carbonoso su bstan cia lm ente  dispersado de modo uniforme a su 

j t r a v é s .

i 9 -  P e r f e c c io n a m ie n t o s , sepún r e i v i n d i c s c l o n e s  en-
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t e r i o r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  semiconductor cemprende 

uno. e ii . i r is  'ocroso., un n a l e r i . i l  conductor a lo e  t r o n ic o  suost 

c i a  loe i lla dispersado a su t r a v é s  de manera uniforme, 2 una 

r e s i n a  p l á s t i c a  p o l im ó f ic a  l e ñ a r e  de dicha m a t r iz ,  en l a  

ore va p o l im e r i s a d a .

10 -  P e r fe e c io n a m ie n io s ,  sepia,  r e i v i n l i c a c i o n e s  

p reced en tes  , car  a c to r  irados porque e i  semiconductor poses 

una e s t r u c t u r a  uniforme, l e  g r a n u la c ió n  re la t iv a m e n t e  l i n a  

que proporc iona  una n u t r i a  porosa;  teniendo un m a t e r i a l  con­

ductor  e l e c t r ó n i c o  aubsi&ncinli 'asnie dispersado de siansr 

uniforma a su t r a v é s ;  y una r e s i n a  p l á s t i c a  p o l im e n z a u a

dentro de d icha  m a t r iz ,  teniendo un volumen ds r o s i s t i v i -  

dad en encoco su bstan c ia lm ente  sobre 10 o h m .-c e n t ím e tro .

11 -  P er fe cc io n a m ien to s ,  según r e i v i n d i c a c i o n e s  

que preceden,  c a r a c t o r i z a d o s  ' por e l  hecno ue que e l  s e n ic o  

ductor t i e n e  una n u t r i a  porosa, con un volumen cíe r o s i s t i v i  

dad en onceo o subs h  nc ia lmente  so ore 1G~^ onnu— cenoímc uro 

y un n a i e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  s u b s t a n c ia l - m c n t e  d i s ­

persado £■ su t r a v é s ,  de una manera uniforme, y una r e s i n a  

p l á s t i c a  pcLimsrizada dentro de d icha  n a r r i a .

12 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  según r e i v i n d i c a c i o n e s ' 

a ue preceden,  carm eta l izado s  porque e l  s o nii co nu uc ¿ or coc-pien

de un m a t e r i a l  de e s t r u c t u r a  g raouloaa  re la t iv a m e n t e  _ m a  

que proporciona una n u t r i z  porosa,  teniendo un volumen de 

r e s i s t i v i d a d  en e n c e s o ,  de c e r c a  do 1C , y un mau&rial 

conductor e l e c t r ó n i c o  su b s ta n c i  alísente dispersado a su  t r a ­

v é s ,  y una r o s i l l a  p l á s t i c a  po limerizada c e n t r o  de dicha 

m a t r i z .

13 -  P er fe cc io n a m ie n to s ,  según r e i v i n d i c a c i o n e s  

a n t e r i o r e s  , c o r a c i  s r  i  saclos porque e l  ssoiiconciuc goi GÍe-.0 

una n u t r i z  porosa ,  un re s id u o  conductor de un m a t e r i a l  dea-
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¡compuesto pico e::  carbón, ¿ ia p e rsa d o  u n i f  orraenante a su. i r!
■ves, v uno. r e s i n a  p l á s t i c a  pol im erizada  dentro de elidía na
! ,
| z r i z •

| 14 -  P er fe cc io n a m ien to s ,  segiín r e i v i n d i c a c i o n e s  que

j an tec ed e n ,  o a r  c. c i- c r  i  £ ad o o porque e l  semiconductor comrende un 

¡ m a t e r i a l  que t i e n e  una e s t r u c t u r e  f i n a  uniformemente grana-'  

l a n a ,  que proporciona una muirla porosa;  teniendo un res idu o  

| conductor de m a t e r i a l  descompuesto,  r i c o  en carbón,  substar .-  

c i a l n o n t e  dispersado a su t r a v é s ,  v una r e s i n a  p l á s t i c a  

p o l in e r iz a d a  dentro do dicha n a t r i s .

15 -  P e r f c c c i  onardi e n te s ,  segdn re i  v in d i  c ác i  one s ti 4 

i l a s  que anteceden,  c a r a c t e r i z a d o  por comprender e l  se mi con 

¡d u cto r  c i t a d o ,  una n u t r i a  porosa con un encaso de r e s i s t i r  

'dad subi-;tanci&lvie.-:te sobre 10“  ̂ o h n -c e n t í ia e t r o , teniendo

un re s id u o  conductor de m a t e r i a l  oubsionci mínente r i c o  en 

carbón dispersado a su t r a v é s :  y una r e s i n a  p l á s t i c a  p o l i -  

merizada .dentro de diada n u t r i a .

16 -  Perfe  cc ionan ie i i to s  , segdn r e i v i n d i c a c i o n e s  

que an tec ed e n ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  semiconductor com­

prende un m a t e r i a l  que t i e n e  e s t r u c t u r o ’ ¿ r e g u l a r  relaiivameri

te  f i n a  quo proporc iona  una n u t r i a  porosa;  ten iend o un vo-
____ ; , , 1 0lumen de r e s i s t i v i d a d  en enceso

lastro,  i eniendo asimismo un ros i

r i c o  en carbón,  suban anc:'n I n e  n i  e

forme a su t r a v é s , y una r e s  ina

i tro ele a i  cha m a t r i z .

i 17 -  P e r f e c c io n a m ie n t o s , sogdn r e i v i n d i c a c i o n e s
!
I de l a s  p r e c e d e n te s ,  c a r a c t e r i z ó l o s  porgas e l  semiconductor 

: t i e n e ,  substanciíulmente,  un cuerpo de s i l i c a t o  de aluminio  

I v un m a t e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  o u b s t u n c ia in e r t e  dispe 

| sado de .manera uniforme a su t r a v é s .
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18 -  P er fe cc io n am ien to s  , según r e i v i n d i  cac iones  

que an tec ed e n ,  c a r a c t e r i z a d o s  porgue a l  seinl. conductor c o a -  

prende un cuerpo substancia.Ine ni  e le  s i l i c a t o  l e  a lu m inio ,  

teniendo una a s i r  uct ura f i  nenie n i  o granular  que proporc iona  

una m a t r iz  porosa;  y un m a t e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  uní 

fornamente dispersado a su t r a v é s .

19 -  P e r f e o e i o n v n i e n i o s , según r e i v i n d i c a c i o n e s  

de 1 a 17 c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  s e n ic o n d u c lc r  conorende 

uia cuerpo de s i l i c a t o  de aluminio y un m a t e r i a l  c a r  conos o 

s u b s ta n c ia  Inente  d ispersado a su tremes.

20 -  P e r f e c c io n a m ie n t o s , según r e i v i n d i c a c i o n e s  

que anteceden ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  seaicondudor t i e n e  

un cuerpo ' s ubstancialim nte ce s i l i c a t o  de a lum inio ,  i e n i e n  

do una e s t r u c t u r a  finamente  g ran u lar  que proporc iona  una 

m atr iz  po rosa ,  y un m a t e r i a l  unir ornamente dispersado a su 

t r a v é s «

21 -  P er fe cc io n a m ien to s ,  según, r e i v i n d i c a  c lones  

a n t e r i o r e s ,  c a ra u to r iz a d o s  porque e l  semiconductor t i e n e  

un cuerpo de s i l i c a t o  de a luminio  que forma una m atr iz  po 

r o s a ,  teniendo un m a t e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  uniforme­

mente dispersado a su t r a v é s ,  y una r e s i n a  p lá s t i c a ,  poline-- 

r i z a d a  dentro de dicta.  m a tr iz .

22 -  P e r f e c c io n a m ie n t o s , según r e i v i n d i c a c i o n e s  

p r e c e d e n te s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  m a t e r i a l  que forma 

e l  semiconductor ,  es e sen c ia lm e n te  s i l i c a t o  de aluminio 

que forma una m atr iz  porosa, que t i e n e  .un yol  unen de r e s i s ­

t i v i d a d  en exceso  substancia lm onto  sobre 10"^ ohm-centíne 

t r o ,  y un m a t e r i a l  conductor e l e c t r ó n i c o  su b stan c ia lm e n te  

dispersado a. su  t r a v é s ,  ge m i e r a  uniforme; teniendo una 

r e s i n a  p l á s t i c a  polimarizada dentro de d i c t a  m a t r iz .

2g -  P e r í e c c . i c n ; v i e n t o s , según r e i v i n d i c a c i o n e s
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a n t e r i o r e s , o ar  ao J cr  i  es a¿ o 3 porque el  semiconductor posee 

un cuerpo de s i l i c a t o  de a luminio  fox marido matr iz  porosa;  

un m a t e r i a l  carbonoso descompuesto 3 ubst anco a l  nenie  d i s p e r s a ­

do u su t r a v é s ,  p un polimerizaele ele r e s i n a  p lá s t i c a ,  dentro 

as d i c t a  n a r r i a .

24 -  P er fe cc io n a m ien to s ,  segiín. r e i v i n d i c a c i o n e s  

que antecede  , carao t  e r izados  porque e l  se mi c ondú ct or trene
;
| usa cuerpo de s i  l i e n t o  de aluminio que forma una niasriz po

irosa con un volumen do r e s i s t i v i d a d  er. exceso  sobre Ies. 1 0 "  
oliE-centiiaovro 1 p un m a t e r i a l  carbonoso descompuesto , suba -

ta n c ia lm c n te  dispersado a su t r a v é s  , a s í  cono una r o c in a

p l á s t i c o  polimarizada dentro de d i c t a  n a . t r i s .

25 -  P e r f e c c í o n a n i e n t o s , seqdn r e i v i n d i c a c i o n e s

ouc antcco un ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  scniconauczor  l l e ­

va. una impregnación da un cuerpo poroso de m a t e r i a l a i s l á n ’

te  en une. s o l u c i c ó n  de m a t e r i a l  carbonoso descomponible,  

siendo e l  punto de e b u l l i c i ó n  d e l  'diso lvente  per e n c in a  

de l a  z empe matura de descenso s i  c ión  d e l  r a t e r i a l  carbono­

so ;  c a l e n t e n l o s e  d ic to  cuerpo inore,puado a temperatura s u ­

f i c i e n t e ’ para descomponer e l  c i t a d o  m a t e r i a l  r i c o  en. c a r ­

bón, peso por debajo  de l  punte de e b u l l i c i ó n ,  s u b s i a n c i d -  

n e n t c ,  de dicho d i s o l v e n t e ;  ca lentándose  subsi¿purentemen­

te d  c i t a d o  cuerpo a un;;: t r u p e r a tu r a  s u f i c i e n t e  para eva­

porar e l  d i s o lv e n t e  p formar un m a t e r i a l  conductor  con d i ­

cho cuerpo.

; 26 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  sepún r e i v i n d i c a c i o n e s

a n t e r i o r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  por comprender l a  im p rcan ad ó n  

¿e un cuerpo poroso de m a t e r i a l  a i s l a n t e ,  en una; s o l u c i ó n  

de un m a t e r i a l  descomponible,  carbonoso,  p un d i s o l v e n t e ;  

estando s i  santo de e b u l l i c i ó n  de dicho d i s o l v e n t e ,  subs­

tancia] ,  monte, por encima de l a  tem peratura  de descorno s i -



525

syjo

54c

345

550

24838 1

3 li­

ción 4o i  rio i  crio], carbonoso;  calentando ai.dio cuerpo impreg 

urdo, p o s i e r i o r n e n t e , a te uparatu r  o. cu r ie  i e r r e  para deseen 

OGiier diodo narer iaL  r i c o  en carbón,  pero e o o n c ia ln e n te  po 

deorpo ¿ e l  punió ¿e e b u l l i c i ó n  l e í  d i s o l v e n t e ;  y c a l e n t a n ­

do aubripnientsmente  dicho cuerpo a un-... i e n p o r m o r a  ouír ci­

te  para evaporar e l  r i s o l v e m c  y f e r r a r  un nacer .lo. 1 comuc 

i o r  dentro  de clic lio cuerpo , irrpr epiiancl o l  o resayes  con una 

r e s i n a  polímera y poiiaando ciiciia r e s m a  ,!i n  s i r u " .

27 -  p e r f e c c i o n a n  i o n i o s ,  sepún r e i v r n d i c a c i o n c s  

a n t e r i o r e s ,  c a r n c te r i s a d o o  porque comprenden ia  impregna-  

c ió n  de un. s i l i c a t o  de a luminio  con un nacer  i  ar erruonoso 

ciase onpcnible y un d i s o l v o m e .  arando e l  pumo ut e u u l l a— 

ció n  ¿o elidió d iso lv e n te  por encima de l a  temperatura as 

descomposición del m t e r i a l  r i c o  m  carbón;  calentándose  

luego e l  cuerpo impregnado, a temperatura aufi  c í e n t e  para 

l l e g a r  a l a  descomposic ión d e l  m a t e r i a l  r i c o  e n  c e ib ó n ,  

aero por débalo d e l  punto do e b u l l i c i ó n  c e l  a 1 3 o i v e m e ; 

calentando subsiguientemente  l i d i o  cuerpo a. temperar ora s u ­

f i c i e n t e  para evaporar e l  ci isolvemis y ronaia1 U- m.. u e n a l

conductor dentro de d i  clic cuerpo.

2G -  P e r f e c c io n a n  i m i e s ,  según r e i v i n d i c a c i o n o s  

ene a n tec ed e n ,  c a r a c i e r i s a u o o  por comprender l a  impregna­

c ió n  de un cuerpo re s n i  car o o. c aluminio cor un- bo l l ic ió  

de m a t e r i a l  Pesco, .poñibis carooi iosc ,  y un rácO r e o m e , es — 

tando e l  punto de c b u l l i e o 6  d e l  ¡ m c l v o n i e  c 01'' encima -e 

l a  re mjier a tur a de descomposición r a l  m a te r ia l  carbonoso;  

ca lentándose  dicho cuerpo imprepnauo a una romperá, u ur a su 

f i e  i  ente para descomponer dreno m a r r r ia l  ruco c,--j- ron,  

pero su h sran c iaP re n te  por rebi. jo  del  pumo m e e u i l r c x ó n  

del d i s o l v e n t e , c a l e n t a r l o s  e re o pues e l  cunp.o a usmpera- 

tu ra  s u f i c i e n t e  para evaporar e l  n m e n  y m i m a  un

n
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mat v i a l  conductor dentro de dicho cuerpo: inpvenqando e l

\
nimio con. una r e s i n a  be j a  polímera  p pojuLmer isari .o dicha

r e s i n a  11 i n  s i t u i:.

29 -  P o r fe cc i  ene/iianros,  sopan r e iv iu dicaePonea a l -  

t e r i o r o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  por c o m r e r c P r  l a  impregnación de 

un cuerpo poroso de m a t e r i a l  a i s l a n t e  con una s o lu c ió n  de 

a r i c a r  p g l i c e r o l ,  ca le ntando dial: o cuerpo impregnado a 

una temperatura s u i i c i e n t e  e r r a  descoupcner e l  a z ú c a r ,  s i n  

parar  do h e r v i r  una cant idad s u b s t a n c i a l  de l  g l i c e r o l ;  p 

ca lentando lu.e;po dicho cuerpo a una toupuratura  s u i i c i e n t e  

para, evaporar e l  p i i c o r c l  p f e m a r  un m . t e r r a l  conductor

doutro de dicho cuerpo.

po -  f e r i e  c c i o in r i io n to s ,  s ogún r  e iv iu d ic a c io n e s  

que proceden, c a r a c t e r i z a d o s  porque so proceda a. lo. iirpreg - 

n a c i ó n  do un cuerpo do s i l i c a t o  de a l  uuinio con uno. g o l a -
I

c l i n  do azúcar  p g l i c e r o l ;  calentando r i e l o  cuereo pa im- l 

prepiiado a una te u p e ra t u r a  s u f i c i e n t e  pora des conponer e l  

| azúcar  s i n  p arar  re h e r v i r  e l  g l i c e r o l ,  y ca lentando l i e g o

dicho cuerpo a t e u p e ra t u r a  s u f i c i e n t e  para evaporar  dicho

; g l i c e r o l ,  v formar un m a t e r i a l  conductor dentro de dicho 

cuerpo.

31 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  según r e i v i n d i c a c i o n e s  

a n t e r i o r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque e l  semiconductor comprende 

l a  impregnación de un cuerpo poroso de m a te r ia l  a i s l a n t e  e!a 

una s o l u c i ó n  de azúcar y g l i c e r o l  calentando dio iuo cuerpo a 

tem peratura  s u f i c i e n t e  para descomponer e lm azlo ar  s i n  parar

de hervir una cant idad s u b s t a n c i a l  d e l  g l i c e r o l ;  c a l e n t a n -
!

do después dicho cuerpo a una temperatura s u f i c i e n t e  para 

I evaporar e l  g l i c e r o l  y formar un m a t e r ia l  conductor dentro 

! de dicho cuerpo, impregnándolo después con una b a j a  res ine ,  

pol ím era  y p o l im sr iz á n d o la  " i n  s i t a " .
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32 -  i e r í e c e i  onario ntos  , según r e iv in d io a c io n e s  

p re c e d e n te s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porgue se procede a l a  drope epila­

c ió n  as mi cuerpo formado de s i  Ideado cls a lu m in io ,  en una 

s o lu c ió n  de acucar y g l i c s r o l ,  ca le n tán d o lo  después a una. 

deriperadura s u f i c i e n t e  para descomponer e l  azúcar  s i n  parajr 

de h e r v i r s i e n d o  e l  hervor  a l  de una calididad s u b s z a n c ia l  

de p l i c e r o l ;  ca lentando despuas dicho cuerpo a i  superad uro 

s u f i c i e n t e  para que se o v m i r a  s i  p l i c e r c l  y se f o r r e  un ¡ 

n a z e r i a l  conductor d e u n o  de dicho cuerpo, impregnándolo 

después son un ca jo  l o l í n i r o  r e s i n o s o  y pola iaerram o lo  l u c ­

ro " i:n s i t u " .

PP -  P c r í e c e i o n u a i m i o s ,  sopón r e i v i n d i c a c i o n e s

a n t e r i o r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque se procede a. rs  aupregna- 

c ión  do un cuerpo poroso de r a t e r i a l  a i s l a n t e  en una s o l a  

cit ín que o s c i l a  entre  5 y 2p p a r t e s  por cana. IGü de poso 

de azúcar  en gliccrolj c a l  en t anao e l  cuereo m  impregnado 

on una a ta iósfera  no on idante ,  para, aesccaiponer or  azúcar 

p vara, evaporar  e l  p l i c e r o l ,  forrando un r a t e r i a l  conduc­

t o r  dentro do dicho cuerpo, y enriando e s t e  después a tem 

pe r u t a r  a u r d ie n te .

54 -  f e r i e e o i o n a r i  ruteo , según reivi.ndi oacroncs  

a n t e r i o r e s ,  c a r a c t e r i z a d o s  porque se procede a J.a impreg­

nació n del  cuerpo de nudo ruad poroso cíe matorral  a r m a n  u 

en una s o l u c ió n  que o s c i l a  entre corea de 5 y 2a partes  

sor cada 1 0 0  p a r t e s ,  d.e peso do azúcar en g l i c a r o l ; .  cale  li­

tando dos rúes e l  cuerpo a s i  impregnado en una arm osic ra  

no or.liante para uGsooiiponer oi  asnear y ov.plorar e l  g i l -  

cc x 'o l , fem an do un r a t e r i a l  conductor dentro de dicho Guap­

eo, e l  cual es luego e n fr ia d o  a temperatura amerante, y 

luego iuprognade en une., r e s m a  b-ijo p o r m e r a  j  c o l i n e r i z a n ­

do -dicha r e s i n a  " i n  si túa ' .
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35 -  P e r íe  c c i c n . . r á e n t c c , sepiín : .nlv rad icac io nes  

anuorioren ,  oaTnio’beriuados porque so ho r o a l i s a d ó  I/; imprer 

n ac ión  ce isa cuerpo uo s i l i c a t o  ce aluminio an isa: s o l u c i ó n  

que o s c i l a  c a i r e  5 y 25 parias-  en pase,  Pe per 100 j a r i c o ,  í 

ue acucar en p l i c a  r o l :  c iñenthi idolo después a una te  apera ' ■' 

¡ ra  a l e e  líala en una e l n d s i c r a  no o a idaate  para descomponer o 

¡a sa c a r  a- evaporar e l  p l i c e r o l ,  femando después un n a i o r i a l  

! concluc or ¿entro  ce dicho cuerpo, enfrirándolo después a 1 

| t e r p e r a t  ora a rbio nte  .I
3G -  l e r a e c c l o n a n i o n t o s ,  sepún r e i v i n d i c a c i o n e s  

a e t e r i o r a s ,  ca ra o i  a r ica d o s  porque se procede a l a  ' imprepna- 

c ión  de un cuerpo do s i l i c a t o  de aluminio en una. s o lu c ió n  

que o s c i l a  entre  cerca  di 5 y 25 p a r t e s  por 100 de peso d 

acucar en p l i c e r o l ,  ca lentando Q i  olio cuerpo va ii.iprepiia.de

en luí a asmósíera no o r i d i s a n t e , para Cíes conponer e l  a s a c a r :
|

y evaporar e l  p l i c e r o l ,  formando después un m i  o r  i  a l  condue 

t o r  en a le ñ o  cuerpo, e l  c u a l  es e n f r í a l e  luepo a temperatura, 

a ñ í l e n t e ,  inprepndndolo en una r e s i n a  b a ja  polímero y p o l i  

nar i  sando luepo dicha  r e s i n a  " i u  s i t u ;' .

37 -  l e r f ü c c i o n a n i e n t c G ,  sopón r e iv in c l i ca c io n e s  

a n t e c e d e n t e s ,  c a r a o í e r i s a a o s  porque e l  seniconductor  des­

envuelve un campo e l é c t r i c o  uniforme apto para un i n t e r r u p ­

to r  de c o n s t r u c c ió n  adecuada, en c o n t a c t o  con un conductor 

o con m a t e r i a l e s  semiconductores para  periodos ce tiempo 

entena os <,

31 -  P e r fe c c io n a m ie n to s ,  sepiín r e i v i n d i c a c i o n e s  

a n t e r i o r e s ,  carao re v isad o s  por ol  hecho ce que e l  semicon­

ductor  comprende un materia],  uniformemente e s t a b l e  on con­

d u c t i b i l i d a d  a t ro v e s  ce un cuerpo poroso a i s l a n t e .

39 -  Pí Í lP’JOG 10 a ih.IIhlTlOS hl¡ 1-, P.iPPICAGIOl hh 3 b h l -
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